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【手続補正書】
【提出日】平成27年8月27日(2015.8.27)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　発光素子が支持体にフリップチップ実装された発光装置の製造方法であって、
　（ａ）基板と、基板上に形成された半導体層と、該半導体層上に形成されたｐ側電極お
よびｎ側電極とを有する構造体を準備し、
　（ｂ）ｐ側配線およびｎ側配線を同一面上に有する支持体を準備し、
　（ｃ）前記構造体のｐ側電極およびｎ側電極と前記支持体のｐ側配線およびｎ側配線と
を、導電性粒子および第１樹脂を含む異方性導電材料を用いて、それぞれ電気的に接続し
、その後、
　（ｄ）前記基板を前記構造体から除去して発光素子とする
ことを含む、発光装置の製造方法。
【請求項２】
　工程（ｃ）にて、前記異方性導電材料は、前記構造体と前記支持体との間の空間を満た
すと共に、前記基板の側面に少なくとも部分的に接触している、請求項１に記載の発光装
置の製造方法。
【請求項３】
　工程（ｄ）にて、前記基板の除去をレーザー照射により実施する、請求項１または２に
記載の発光装置の製造方法。
【請求項４】
　工程（ｃ）より後に、
　（ｐ）前記構造体の周りを囲むようにして、前記異方性導電材料上に、該異方性導電材
料より高い反射率を有する光反射体を形成することを更に含む、請求項１～３のいずれか
に記載の発光装置の製造方法。
【請求項５】
　工程（ｐ）を工程（ｄ）より前に実施する、請求項４に記載の発光装置の製造方法。
【請求項６】
　前記光反射体が、シリコーン系樹脂に光反射性粒子を分散させて成る層、金属層、およ
び誘電体多層膜からなる群より選択される、請求項４または５に記載の発光装置の製造方
法。
【請求項７】
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　工程（ｄ）より後に、
　（ｑ）前記基板の除去により露出した前記半導体層上に蛍光体層を形成することを更に
含む、請求項１～６のいずれかに記載の発光装置の製造方法。
【請求項８】
　工程（ｑ）は、前記半導体層上に蛍光体シートを接着することまたは蛍光体膜を電着形
成することにより実施される、請求項７に記載の発光装置の製造方法。
【請求項９】
　工程（ｄ）より後、工程（ｑ）より前に、
　（ｒ）前記基板の除去により露出した前記半導体層の周囲で、該半導体層より突出した
前記異方性導電材料の部分を除去することを更に含む、請求項７または８に記載の発光装
置の製造方法。
【請求項１０】
　工程（ｑ）は、前記基板の除去により露出した前記半導体層の周囲で、該半導体層より
突出した異方性導電材料の部分を壁部として、該壁部で囲まれた該半導体層上の窪みに蛍
光体含有樹脂を供給し、硬化させることにより実施される、請求項７に記載の発光装置の
製造方法。
【請求項１１】
　工程（ｃ）より前に、
　（ｓ）前記構造体のｐ側電極およびｎ側電極上、あるいは、前記支持体のｐ側配線およ
びｎ側配線上にバンプを形成することを更に含み、
　工程（ｃ）にて、前記構造体のｐ側電極およびｎ側電極と前記支持体のｐ側配線および
ｎ側配線とを、前記異方性導電材料を用いて、前記バンプを介して、それぞれ電気的に接
続する、請求項１～１０のいずれかに記載の発光装置の製造方法。
【請求項１２】
　工程（ａ）にて、ｐ側電極およびｎ側電極が開口部を有する保護膜で被覆されており、
　工程（ｓ）にて、バンプをｐ側電極およびｎ側電極上に、該保護膜の開口部に位置し、
かつバンプの頂部が保護膜から突出するように形成する、請求項１１に記載の発光装置の
製造方法。
【請求項１３】
　前記異方性導電材料はフィラーを更に含み、該フィラーは、前記第１樹脂よりも伝熱性
の高い材料でできている、請求項１～１２のいずれかに記載の発光装置の製造方法。
【請求項１４】
　前記導電性粒子は、第２樹脂から成るコアと、該コアを被覆する金属から成る導電性層
とにより構成されている、請求項１～１３のいずれかに記載の発光装置の製造方法。
【請求項１５】
　前記第１樹脂の熱膨張係数に対する、該第１樹脂の熱膨張係数と前記第２樹脂の熱膨張
係数との差の絶対値の割合が、１．０以下である、請求項１４に記載の発光装置の製造方
法。
【請求項１６】
　前記異方性導電材料から前記導電性粒子を除いた材料の平均熱膨張係数に対する、該平
均熱膨張係数と前記第２樹脂の熱膨張係数との差の絶対値の割合が、１．０以下である、
請求項１４または１５に記載の発光装置の製造方法。
【請求項１７】
　半導体層と、前記半導体層の同一面側に形成されたｐ側電極およびｎ側電極とを有する
発光素子と、
　ｐ側配線およびｎ側配線を同一面上に有する支持体と、
　前記発光素子の半導体層の、前記ｐ側電極および前記ｎ側電極が形成された面と反対側
の面に配置された蛍光体層と
　を備え、
　前記発光素子のｐ側電極およびｎ側電極と前記支持体のｐ側配線およびｎ側配線とが、
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少なくとも異方性導電材料によって、それぞれ電気的に接続されており、該異方性導電材
料は導電性粒子および第１樹脂を含むことを特徴とする発光装置。
【請求項１８】
　前記異方性導電材料は、前記発光素子と前記支持体との間の空間を満たすと共に、前記
蛍光体層の側面に少なくとも部分的に接触している、請求項１７に記載の発光装置。
【請求項１９】
　前記発光素子のｐ側電極およびｎ側電極上、あるいは、前記支持体のｐ側配線およびｎ
側配線上に設けられたバンプを更に備え、
　前記発光素子のｐ側電極およびｎ側電極と前記支持体のｐ側配線およびｎ側配線とが、
前記異方性導電材料および前記バンプによって、それぞれ電気的に接続されている、請求
項１７または１８に記載の発光装置。
【請求項２０】
　前記発光素子の周囲で前記異方性導電材料上に配置された光反射体を更に備える、請求
項１７～１９のいずれかに記載の発光装置。
【請求項２１】
　前記フィラーは、金属酸化物、金属窒化物およびカーボンからなる群より選択される少
なくとも１種の粒子である、請求項１３に記載の発光装置の製造方法。
【請求項２２】
　前記異方性導電材料はフィラーを更に含み、該フィラーは、前記第１樹脂よりも伝熱性
の高い材料でできている、請求項１７～２０のいずれかに記載の発光装置。
【請求項２３】
　前記フィラーは、金属酸化物、金属窒化物およびカーボンからなる群より選択される少
なくとも１種の粒子である、請求項２２に記載の発光装置。
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